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INTRODUCAO

Ligas amorfas de GaAs, N, sdo materiais promissores para a fabricacao de celulas
solares multi-juncao [1] devido a possibilidade de alcancarem maior eficiéncia para a
conversao de energia solar em potencial fotovoltaico comparada a do Silicio.

O GaAs, N, apresenta uma grande variacao
para a energia de seu gap de banda (E,) [2]
de acordo com a variacao de x, desse modo
uma celula solar multicamadas de GaAs, (N,
com diferentes concentracoes em X pode
cobrir boa parte do espectro solar. A Fig.1 ao
lado 1lustra uma construcao utilizada em
celulas solares multi-juncao. Camadas
alternadas de GaAs, N, formando juncoes
pP-n e com valores distintos de x poderiam ser
empregadas caso se viabilize uma dopagem
tipo-p nestes materiais.
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No entanto, um desafio tecnologico

Importante a ser superado nestas ligas € a
dificuldade em se obter uma dopagem tipo-p.
Estes amorfos apresentam intrinsecamente
conducao tipo-n.
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Figura 1: Esquema ilustrativo de
um tipo de construcao
de uma celula solar multi-juncao.

Recentemente fol demonstrado que uma dopagem com Mg de camadas GaAs, N,
atraves da técnica de Molecular Beam Epitaxy (MBE) culmina em conducéo tipo-p no
material [1]. Porem, medidas de Microscopia Eletronica de Transmissao
(TEM)(Figura 2) demonstram que a liga deixa de ser um amorfo puro e passa a
apresentar ilhas cristalinas no meio da matriz amorfa.

Figura 2 (extraida de [3]): TEM em vista transversal de um camada GaAs,gN, ,
dopada com 8 at% de Mg. (a) Imagem de menor magnificacao demonstrando
Inclusoes cristalinas (regioes escuras) na camada. (b) Microscopia de alta
resolucao (HRTEM) demonstrando gque as regioes escuras de (a)
apresentam um contraste cristalino.

ODbjetivos

O presente trabalho envolve a dopagem de ligas de GaAs, N,, por implantacao i0nica
de Mg. Espera-se que esse metodo de dopagem nao ocasione a formacao de regioes
cristalinas. Assim investigaremos se a dopagem tipo-p é obtida na camada amorfa ou
nas regioes cristalinas.
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Analisamos amostras com composicoes de Nitrogénio x ~ 0,4

Com o auxilio do programa SRIM (The Stopping and Range of inons in Matter) [4],
definiu-se as energias de implantacao necessarias para se obter um nivel constante de
Mg implantado no GaAs,_ N.. Esse programa, dentro de um erro maximo de 10%o,
simula o processo de Implantacao Ionica e permite que se encontre a profundidade
média e a dispersao do ion implantado. A simulacao adota a energia cinética dos ions
Implantados, as caracteristicas fisicas e composicionais da amostra como parametro
de entrada.

Encontrou-se que duas implantacoes de Mg consecutivas com energias de 80 e 200
keV sao suficientes para cobrir toda a camada (Fig. 3). Fluéncias de implantacao de
5x10% e 1x101% Mg/cm2 respectivamente, resultam em uma concentracao uniforme de
Mg a um nivel de 1at.% em todo o material.

Resultados
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Figura 3: Perfil em profundidade
da concentracao de Mg.
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CONCLUSOES

O estudo encontra-se em seu Inicio e os resultados apresentados nas Figs. 4 e 5 ainda
sao preliminares. No entanto, apresentam um indicativo de que a amostra com 2 at%
de Mg seria tipo-p.

Estas amostras precisam ainda ser analisadas por TEM. Se TEM nao demonstrar a
presenca de ilhas cristalinas, conforme observado na Figura 1, estamos indo na
direcao de que as ilhas sao requeridas para uma dopagem tipo-p mais eficiente.
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